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最後に，こうした一連の低抵抗，高融点金属シリサイドとその L S 1 製造プロセスへの適用技術を駆
使して， 256K ならびに， 1M ピット MOS ダイナミック RAMを試作し従来技術と比べて格段と高速
で信頼性の優れた高性能VLSI 製造法を実用化した。
以上のように，本研究は半導体集積回路の高密度化に伴う技術の壁を破る新材料を開発し，その基礎
物性を明らかにするとともに，素子の高性能化への新しい製造技術を確立したもので，工学博士の学位
論文として十分に価値あるものと認める。
